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毎秒８０ギガビットのデータ伝送を可能にする 

シリコン CMOS 集積回路を用いた 

300 ギガヘルツ帯ワンチップトランシーバの開発に成功 
  

【開発のポイント】 

 ひとつの回路で送信と受信が可能なワンチップトランシーバを実現 

 これまでは送信と受信が別々のシリコンチップになっていましたが、今回は両

機能を１つのシリコンチップに統合し「ワンチップトランシーバ（送受信）」を実

現しました。これにより、電子機器に搭載する際の部品数の削減とシリコンチッ

プ面積の削減によってコストダウンが可能となり、より実用化に有利となります。 

 

 データ受信速度を大幅に向上することで毎秒８０ギガビットのデータ伝送を可能

に 

これまで受信回路の性能制限により毎秒３２ギガビットに留まっていましたが、

受信回路の性能を向上させるとともに、送信回路にも改良を加え、トランシーバ

として大幅なデータ伝送速度の向上を達成しました。 

 

スマートフォンなどで広く用いられている無線トランシーバと同様にシリコン

CMOS 集積回路で３００ギガヘルツ帯を用いた超高速データ通信が可能となったこ

とにより、2020 年から始まる第 5 世代モバイル通信の次の世代（ビヨンド５G モ

バイル）の無線トランシーバに利用できる可能性が高くなりました。 

 

 
開発したトランシーバ集積回路のシリコンチップ写真 
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【概要】 

国立大学法人広島大学、国立研究開発法人情報通信研究機構、パナソニック株式会

社は共同で、シリコン CMOS 集積回路により 300 ギガヘルツ帯を用いて毎秒８０ギ

ガビットのデータ伝送を可能にするワンチップトランシーバの開発に世界で初めて

成功しました。従来に比べデータ伝送速度を大幅に向上させるとともに、実用化に必

須の「ワンチップ化」を達成したことで、３００ギガヘルツ帯無線通信の実用化がよ

り近付きました。 

本研究成果は、International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) ２０

１９（２月１７日〜2 月２１日、サンフランシスコ）で発表および伝送実験のデモン

ストレーションを行います[1]。 
 
 本件につきまして、下記のとおり、記者説明会を開催しご説明いたします。 
 ご多忙とは存じますが、是非ご参加いただきたく、ご案内申し上げます。 
 

記 
 

日 時：平成３１年２月１４日（木）１０：００～１０：４０ 
場 所：広島大学霞キャンパス 臨床管理棟３階 3F2 会議室 
出席者：広島大学大学院先端物質科学研究科 教授 藤島 実 

 
【開発の背景】 

テラヘルツ帯は、これからの高速無線通信への利用が期待されている新しい周波数

資源です。2017 年には無線通信規格 IEEE Std 802.15.3d により２5２ギガヘル

ツから 3２5 ギガヘルツの周波数帯域のチャネル割当が示されました。研究グループ

は、この中のチャネル６６の周波数帯を用いて毎秒８０ギガビットの通信速度を実現

するワンチップトランシーバを開発しました。 

研究グループは、これまで、シリコン CMOS 集積回路を用いて１チャネルあたり

毎秒１０５ギガビットのデータ送信を実現する送信器[2]や毎秒３２ギガビットのデ

ータ受信を実現する受信器[3]を実現してきました。今回の研究成果は、以下の通り

です。 

 

IEEE Std 802.15.3d 規格の周波数チャネル割当 
 
【今後の展開】 

今回の研究成果により、量産性に優れたシリコン CMOS 集積回路による３００ギ

ガヘルツ帯を用いることにより、情報通信ネットワークなどのインフラに使用される

光ファイバに匹敵する毎秒テラビットの通信能力を一般ユーザが利用可能なほど安

価に実現できる可能性があることが示されました。これにより、以下に示すような３

００ギガヘルツ帯無線の応用展開が考えられます。 
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３００ギガヘルツ帯無線の応用展開。©HIROSHIMA UNIVERSITY, NICT, 

PANASONIC, AND 123RF.COM 

 

本研究成果は、総務省「テラヘルツ波デバイス基盤技術の研究開発-300GHz 帯シリ

コン半導体 CMOS トランシーバ技術-」の研究開発の一環です。 
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